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Abstract (Basic) : BE 870878 A 

Integrated circuit chip is claimed, of the type including an active 
surface provided with circuit elements connected to leads at the 
periphery of the surface. The active surface is entirely covered with a 
layer of insulating resin which may be flexible or in the form of a 
solidified gel. At the edge of the chip, the resin covering makes an 
angle of 25-45 degrees with the active surface. The resin is pref. a 
flexible silicone resin. 

The connecting leads pass out through the sides of the insulating 
resin to be attached to the substrate wafer, hence individual chips can 
be attached to or removed from the substrate during service allowing 
repairs to be effected. The resin comprises having high resistivities 
combined with good thermal flock-resistance values and will accept a 
wide range of working temps. By use of a suitable solvent it is 
possible to remove the external layer of resin, without altering or 
removing the layer covering the active surface, when the whole 
interconnection substrate is encapsulated. 
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MINISTtnE OES AFFAIRES tCONOMtQUU 


ROYAUME DE BELGIQUE BREVET D'INVENTION 

N** 870.878 

Claaslf. Intornat. : |^ CH L 
Ml5 en lecture le: |g ""01" 1979 

Le MInl«lre de« Affalrw Economtquw, 

Vu la hi du 24 mat 1854 sur Us brevets d' invention ; 
Vu la Convention d' Union pour la Protection de la Prophiti Indus trie lie : 
Vu l£ proc^s-verbal dressi le 29 septembre 197 Q d 11 A. 30 

Qit Service de la Propriete industrielle ; 


ARRETE : 


Article 1. — // est dUivri 6 la Ste dite : COMPAGNLE INTERNATIONALE 
POim L»IIJFORNATIQUE CII-HONEYWELL BULL, 
9^ Avenue Gambetta a Paris (20eme) (France), 

repr. par Mr Gauthier c/o Honeywell Biill S.A. » 28, 
avenue Harnix a Bruxelles 1050, 

un brevet dTinvension pour : Circuits electriques integres proteges, 
substrata d' interconnexion proteges comportant de tels 
circuits et precede d*obtention desdits circuits et 
substrats , 

qu'elle declare avoir fait I'objet d'une demande de brevet 
deposee en France le 5 octobre 1977, n° 77 29 686. 


ArtJcJe 2. — Ce brevet M est dilivri sans examen prialnble, d ses risques et 
perils, sans garantie soit de la rialiti, de la nouveauti ou du mirite de tinvemion, soil 
de VexQCtiiude de la description, et sans prijudice' du droit des tiers, 

A u present arreti demeurera joins un des doubles de la sp^ification de tinveruton 
(m£moire descriptij et ^entuellemenS dessins) signes par tinth-essi et diposis d, I'appui 
de sa demande de brevet. 

Bruxelles, le 1$ octobre ^$^8- 

PAR oeLEGATtON SPEC r ALE : 
Lr Dirccteur 


A. SCHURMANS 


BREVET D'lNVENTlON 


"Circuits dieclriques tnl6gr6s protdg^s, substrats 
d'inlerconnexion prot6g6s comportant do lels circuits 
et proc6d6 d'obtentlon desdits circuits et substrais'* 

Invention de : Patrick COURANT 


COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L.MNFORMATIQUE 
CI! - HONEYWELL BULL 


La presents Invention concerne, d'une mani&re gdn^rale, la 
protection m^canlque et/ou chimique des circxiits ^lectrlques 
int^grds et des substrats d» interconnexion ^qiiip^s de tels circuit 
Plus sp^cijfiquement, elle a pour objet une paatille foraan- 
5 circuit ^lectrique int^gr^, prot^g^e par uuie rdsine isolante, et 
des substrata d' interconnexion ^quip^s d*uno pastille ou d'une 
plurality de pastilles formant chacune un circxxit ^lectriquo 
int^grfi, ces substrata 6quip^s ^tant prot5g6s et comportant 
application de la pastille pr^cit^e. 
10 En outre, 1' invention est relative k des proc^d^s pour 

l^obtention' desdits substrata ou pastilles • 

Lea techniques modemes raises actuellement en oeuvre pour 
. realisex/des ^quipements ^lectroniques, et plus i>articuliferement 
des ensembles de traitement de 1 •information, JTont de plus en 
15 plus appel h I'emploi de dispositifs semi-conducteurs k circuits 
int^gr^s non enferm^s dans des boltiers. Ces dispositifs sans 
boltier sont d^sign^s le plus souvent sous le nom de pastilles 
de circuits int^gres ("chips" en langue anglo-saxonne) • 

De telles pastilles formant circuits intdgr^s et se pr6- 
20 sentant par exemple sous la forme de plaquettes rect^ngiolaires 
ou carries de quelques millimetres de c6z6 et d'une tfpaisseur 
de I'ordre du demi-millimfetre, poss&dent une fac^nactive pourvue 
d'une couche isolante de support et une face active pourvuo 
d* elements de circuit tela que resistances, condensateurs, tran- 
25 sistors, diodes, relics a des bornes situ^es k la pdripherie de 
ladite surface active. 

On connalt bicn par ailleurs I'emploi des substrats d'in- 
terconnexion, qui se prdsentent commun(?ment sous la forme d'une 
plaquette faite g^neraleraent d'un materiau isolant pourvu de 
30 conducteurs r6alis^s sous forme de circuits imprimis sur la 
plaquette. Ces conducteurs se r^partissent habituellement en 
plusieurs couches separ^es par des couches d* isolation et reliees 
entre elles par des traversees, qui sont des- ouvertures pratiqu^es 
dans les couches isolantes et remplies d'un materiau conducteur 
35 pour rdaliser les connexions entre couches conductrices supeiT)0- 
s^es. La couche conductrice extdrieure du substrat d' intercon- 
nexion multicouche est pourvue de s<Sries de pbts de connexion, 
chaque s^r.le bore*. ..t un domaine du substrat qui est reserve a 
la mise en place d'un composant ^lectronique tel qu'une pastille 



de circuits int^gr^s. On trouvera des exemples'de montage 
de pastilles, fornant circuits int^gr^s, sur un substrat 
d' interconnexion dans les demanded de brevet d^pos^es 
en Prance par la demanderesse le 20 Septembre 1976, sous 
le n" 76-28170 intitul^e "Proc^d^ pour le montage de 
microplaquettes de circuits intdgr^s sur un substrat et 
installation pour ea mise en oeuvre" et le i* F^vrier 1977, 
n» 77-05271 intitul^e : "Proc^cii eVappareil de montage ' 
de dispositifs sur \m substrat". 

Ces- pastilles sont g^n6ralement collies our la face 
active du substrat en des emplacements pr^ddterminds 
et chacune d'entre elles est relive ^lectriquement au 
circuit d' interconnexion port^ par la face active dudit 
substrat par des conducteurs de liaison poignant les bomes 
de la pastille aux plots du domaine correapondant dudit 
circuit d' interconnexion. 

Une structure de ce type est rappel^e our les figurea 
1 et 2 des dessins ci-^oints, lesqueiles figures montrent 
respectivement une vue en coupe longitudinal© et une vuo 
de dessus d'un substrat d • interc onnexion 1 6quip6 de pas- 
tilles formant circuits int^gr^s .2a, 2b, 2c, 2d, etc. La 
face active 1a de ce substrat comporte des plots tels que 
5 relics, par des conducteurs de liaison tels quo A, aux 
bornes telles que 5 des faces actives tellec que 2 'a des 
pastilles telles que 2a ; les r^f^rences lb d'une part et 
2 "a, 2''b, 2"c, 2"d, etc. d'p.utre part repr^sentent les 
faces inactives, formees chacune d'une couche isolante de 
support, respectivement du substrat d« interconnexion et 
des differentes pastilles. 

On a repr^sente sur la figure 1, pour la pastille 
2d seulement, les coycns. de protection classiques d'une 
pastille fonnant circuit integr^. ces moyens ^tant consti- 
tu^s par une r^sine isolante 6 recouvrant la pastille 2d, 
ses bornes 5, les plots 3, la zone avoisinante de la 
face active du substrat 1, et enrobant les conducteurs 
de liaison 4. ' 

Ce type de moyens de protection prdsente les incon- 

vt-nients suivants : 

a) la r^r^ne isolante utilisc-e 6tant choisie parmi 


celloo prfisentant une bonne resistance aux chocs thermiques 
et aux basses temperatures, ne pr^sente pas ime bonne 
resistance m6canique, car il est pratiqueoent impossible 
de disposer d'une r^sine poss^dant simultan6ment '.un 
aussl grand nonbre de propriet^s. distinctes ; il en 
rSsulte une mauvaise protection mecanique des pastilles 
entrainant xmo mauvaise protection vis-i-vis des substances 
agressivest des poussiferes, etc. ; ^ 

b) le simple remplacement d^une pastille d^rectueuae 
n'est plus possible apris 1" application de la rdsine 
isolante, puisque cette demiftre recouvre aussi les plots 
du substrat d' interconnexion et au moins les zones du 
cii*cuit Interconnexion qui avoisinent ces plots ; 

' c) la reparation des parties du circuit d» interconnexion 
qui fiont recouvertes par la resine isolante n'est pas 
possible, i moins de disaoudre au prealable la resine 
dans un agent approprie tel qu'un solvant organique. 

La presente invention permet de r^medier aux incon- 
venients precites. 

La pastille formant circuit integre selon 1* inven- 
tion est du type comportant une face active pourvue 
d* elements de circuit relies des bomes situees k la 
peripheric de ladite face active/ et est caracterisee 
en ce que sa face active est recouverte d'Une couche 
superficielle de resine isolante » souple ou sous forme 
de gel solidifie, cette couche 3»etendant seulement sur 
ladite face active. 

Le substrat d* interconnexion equipe, conforme 
k 1,' invention, du type comportant (a) une plaquette de 
forme quelconque qui constitue ledit substrat d'inter- 
connexion ct qui comprend une 'face active portant un cir- 
cuit A ^int ere bn^exion des differentes pastilles, (b) 
lesdites pastilles qui- sont coliees, par celies de leurs 
faces qui sont opposees a leurs . faces actives, 
sur ledit substrat d' interconnexion, en des emplacements 


. predetermlnea do colui-ci, «t (o) des cx)nductour3 da liaisoa 

reliant lea homes prcciteoa des psatillea k des ieriea de plots 
appartcnaat audit circuit d'lnterccnncxior:, chaqucs scria c:^ 
plota ontouroat uno pastille detoxminea, oat carQcteriae o^ co 
5 que la face active do chaque pastille eat rocouverte d'une cou- 
Che superficielle de resino iaolante aouplo ou aoua formo de gel 
aolldlfle* 

Selon ua mode de reelisation prefere de I'inventloa, le 
•ubatrat d» interconnexion prdcite eat-revfetu d»uno couche exter- 
na, do preferoace continue, d'une secondo reaino Isolante, 
rigido et real st ante mecanicjuefnent, cette couche extomo rocou- 
vrant ou moina la couche superficielle de r^sino iaolante et lea 
plota precitea et onrobant les conductoura qui rellent leadits 
plots aux bornes precitees. 

Conforra^.ont 4 la presente invention, les resinoa iaclan- 
tes precitees sont de preference choisiea dans le groupe des 
silicones. 

La resine isolante souple precitee utillaee pour recouvrir 
la face active des pastilles fotmant circxiits integreo est avan- 
tageusement cello connuo sous^a denomination coarnerciale 
*OCR 90714" (Dow Corning) qui presente uno resiatance volixuiquo 
de I'ordre de ^10 ohm.cm et une resistivity sttperficiello 
d'environ 7.10 ohms (mesurees selon la noxmo omericalne ASTH- 
D 257) , CGtte resine resistant bien aux choca thermiques et pou- 
vant supporter de basses temperatures pouvant aller Jusqu'a 
environ -60* C. 

Au lieu d»utilisor une resine de ce typo, la resine de 
silicone recouvrant les pastilles precitees pout auasi, selon 
une varionte conformo. i 1' invention, se presenter sous la forme 
d'un gel solidifie. Par 1' expression -gel solidifie**, on entond 
un produit dont la structmro est celle d»un gel, mais qui poss^i 
de, au molns aux tomperatvures d 'utilisation, xino consistence 
• suf fisamment f ermo pour assurer la protection des pastilles, 
etant bien entendu qu'une telle substance pexrt avoir la consis- 
tanco habituollo d»une gelee a des temperatures plus elevees quo 
la temperature d» utilisation, notamment a la terrperature arabian- 
te. Ce gel solidifie peut eventuellcmont ^tre recouvert d*une 
fine capsuj.o metnllique permettant d'eviter l*ecoul€ment ou la 
^deterioration accidentelle dudit gel lors d»un eventuel maintien 


nuxdites tomp6rotxirea plus elovees. Cocnmo cxmplo d'ua tel g^l 
iBolant eloctriqueraent, on peut citer le gal do elliconi* co!inu 
30U3 la dincmination confuerciale ''Q3-6527** (Dow Corning) qui 
presante una conaiatanco approprieo a.baasas tmperaturas et 
qui pevtt fctre utilise Jusqu'i des tea5>eroture3 da l»ordre do 
-6Q»C (realstivite vol\»aique de l,42.10^^ohsa.cra) • 

La reaino iaolante rigido et mecaniqucmont r^aiatante fox- 
mant la coucha axtarna precitea est avantagouscment celle connuo 
aous la denomination cx^rrenorciale "XR (tow Corning) et all© 

eat avantagaxiaemont utilisee en aaaooiation avoc una coucha 
fli^sarficiella en la reaine "XR MTIi" precitia. L^analogia do 
structure da caa deux reainas entralnc una tcnna cccpatibilite 
antra laaditoo resinea et una tcnns adheronca antra leaditea 
daux couchaa. 

Cotto resina "XR 648" possWe una reaiativite voluaique 
do 26,10 ohm. era, una trfes bonna resiatanca mocanique et una 
grande durete at elle realate egalecnant a das ten^eraturea pou- 
vant aller juaqu»& -30»C, ce qui lui porrnat da jouer m rAla da 
pro* oction af f icaco daa pastilles formant circuits integres, ea * 
ronfor^ont con:>iderablement lo r61e protactaur de la resine 
-XR 90714". Si elle etait utilisee saula, an racouvrament direct 
da la face active d»une pastille, cetto resine "XR 648- aerait 
trop rigide, insuffisatonent resistanta aux choca thermiquaa at 
elle ne pourr-iit pas jouor un rftle protactaur adequat. 

II rc-suita de ce qui precede que 1 'inconvenient a^ expose 
plus haut est precisement elimine par la presanto invention. 

D»autre part, il est facile de remplacar una pastille d»un 
aubstrat d» interconnexion par une autre, dans un but quelconqua 
(reparation ou modification de circuit electrique) m^maaprfesarair 
partiellanent protege ladite pastille par la couche superficial- 
la de resina isolante souple precitea, a condition que la couche 
externa do resine isolante, rigide et resistanta mecaniquetnent, 
n»ait pas encore ete appliqueo sur ladite covjche superficielle 
et ce, soit avant soudage des conducteurs de liaison aux plots 
du cubstrat d» interconnexion , soit apres un tel soudage ;il est 
en effet beaucoup plus aise et rapide de rompre les points da 
soudure, do c'^c^ncjor de pastille et d'effectuer le soudage des 
coci. Jictours de liaison He la nouvollo pastille auxdits plots quo 
de proceder a la dissolution d'une resine qui enroberait 
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lea conducteura et plots, d'offectuer enouite lea operations 
de desaoudage, rercplocment. do pastille et resaoudaga , et 
de prot^ger enfin la nouvelle pastille par de la r^sine. 

r,» inconvenient b) expose plus >iaut eat done egalenaDt 
elimlne par la preaente invention. 

En outre, on pout procedor 4 la reparation ou tnodif icatiot. 
eventuolle do n'itnporte quelle partie du circuit d»iat«rconn«ocic 
apportenant au oobstrat d' interconnexion, tntoe aprio avoir muni 
lea pastille formant circuits integeea'do la couche oup«rfici«llo 
de reaino iaolante aouple ot dispose et/ou flx4 ot/ou rolii 
electriqu6nont ces pastilles sur le ou au substrat d» intercon- 
nexion, ce qxxi elimlne 1' inconvenient c; mentionne plua hant. 

I,» invention presents ausai un avantage-itipplmentolre 
expose ci-apres. Par le cholx Judicleux deo deux resinea et d»un 
agent de solv.:;lllsation ou d'onlfevanent aeloctif vio-a-vio do 
celles-ci, par excniplo un solvant organique agiaajnt 8«ilectiv6- 
mont vis-a-vle desdites resines, 11 est possible d'elimtnor la 
coucho externe aans" enlever, voire sana alterer d»aucuno 
maniere. la couche suporf Iciolla aoua-Jacento rocouvrant la face 
active de chaque pastille, de fagon a pomettro loa reparation, 
select! ves du circuit d 'interconnexion, doa plots ou dea coodxic- 

teurs de liaison precitea. 

Blen entcndu, on peut ausai procedor i .1* enlevement even- 
tual de la couche superf iciello d'une pastille isolee protegee 
coaformemont a 1 'invention ou bien a 1 • onlevroisnt doa deux cou- 
ches do protection d»un substrat d' interconnexion equip© do ces 
pastilles, soit a I'aide d»un eeul agent de solubillsation 
agissant sur lesdites deux couches, soit a X»aide, succeaslva- 
roent, de deux agents agiasant selectivement et succeasiveoient 
aurchacuno desdites couches ot ce, afin.do reparer evantuelle- 
mant certains circuits integres- ou d'en modifier lea caractiris- 

tiques electriques. 

Salon un mode de realisation pref ere de la presente inven- 
tion, la quantite de resina de la couche superficielle de chaque 
35 pastille est telle quo la surface externe de cette couche fait, 
au niveau dos bords de la face active de la pastille, un angle 
de I'ordre du 25 a 45 degrea, cea valciurs etant liees au procede 
prefcrablcment mis en oeuvra pour former ladite couche super- 
ficiollo ainni qu'il apparaltra plus loin. 


• • • 


Un proc^d6 d^obtention d'une pastille formant circuit 
int^gr6 selon 1 'invention est caract^ris6 en ce qu'il conaiste 
h, recouvrir la face active de ladite pastille d'line rf^ine iso- 
lante, k I'^tat fluide ou pAteux, et provoquer la prise en 

5 masse de celle-ci par polymerisation (par exemple par chaulfage 
et/ou s^chage), de fagon i obtenir une r^sine isolante, souple 
ou sous forme de gel, et k refroidir ensuite ce gel poiir 
obtealr \m gel solldifi6. 

Selon un mode de realisation particxilier de ce proc6d6, 

10 permettant le garnissage, par la r^sine Isolante de la couche 
superficieile, de I'espace compris entre la face active de la 
pastille et les departs des conducteurs de liaison au volsinagc 
, des bomes de la pastille, un tel eepace pouvant .par exemple 
etre d'une hauteur aussi faible qu*une dizaine de microns, on 

15 applique tout d'abord une premifere sous-coucbe de la rfisine iso- 
lante pr^cit^e dans un 6tat suffisamment fluide pour quELle 
s'^coule dans I'espace precitd et le gamisse, on prend cette 
r^sine en masse par polymerisation, et on applique ensuite, sur 
ladite premiere sous-couche, une deuxi^me sous-couche de la m^me 

20 r^sine, mais dans un 6tat plus visqueux, obtonu do preference pa: 
prepolymerisation, cette seconde sous-couche etant sous une 
epaisseur plus grande que la premiere sous-couche, k la suite de 
quoi on prend en risse ladite seconde sous-couche^ par poursuite 
de la polymerisation. 

25 Pour obtenir un substrat d' interconnexion protege, compoi>" 

tant une pastille formant circuit integre protege, on peut 
proceder avantageusement de la fagon suivante : on effectue, 
pour les difierentes pastilles portecs par le substrat, 1 'appli- 
cation de la couche superficielle dan:: les conditions indiquees 

30 ci-dessus, i la suite de quoi on realise- 1* application, sur la 
surface active du substrat, de la resine constitutive de la cou- 
che oxteme precitee, de telle sorte que celle-cl puisse* acquerir 
son etat final isolant eiectriquemcnt, rigide et mecaniquement 
resistant. 

35 La resine isolante de la couche superficielle et/ou celle 

de la couche externe peuvent 6tre appliquees, rous forme prepoly- 
n:6ri^r^e ou non-polyaerisee , evcntuellemenc en 1 'absence de tout 
solvant ou a^rent de dispersion, conme cela est possible 
dans le cas de la resine de silicone "XR 9071A»». 
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La dumsndereaee a determine lea condltlona optimales da. 
ooulllabilite de la riaine de la couche suporficiolle preciteo, 
lors do Bon application sur la face active d'une pastille, vis- 
i-vlfl de cetto face active ; 1* angle de raccotderaent O du film 
ou goutto de resina place sur ladite face active doit fitro de 
prefereace do I'ordro do 22 a 45 dogres ; pour uao valeur de 
l»anole e inferieure k 22 dogrea. la rooulllabiliti est trop gran- 
de ot la falbleaoe de cot angle da raccordenient est telle que 
I'epaisseur noyonno de la couche aupaffioiolle est trop faible 
pour assuror uno protection efflcace de ladite face active ; uae 
epaiaseur approprieo est d» environ 2 mm au centre de la pastille 
fonnant circuit Integre ;d» autre part, la rtSaine risque de oouler 
au-dela du contour de ladite face active x pour un angle de rac- 
coxdonent O auperieur a environ 45 dogres. 1» adherence entre la 
couche euporficielle de resina et ladite faco active eart trop 
faible et cette couche risque do ao decoller apontanemoat ou 
d»6tre accidentelleraent arrachee,' ce qui deteriore la pastille 
ou au moins nuit a la quallte ou officacit6 de aa protection. 

D'autres caracteristiques, buts ou avantages de la presen- 
te invention apparaitront aucoura do la description ci-apre». 
«i reference aux figures 3 a 11 ci-annexees dans lesquallos j 

- la figure 3 represente, en coupo transversalo, una pas- 
tille formant circuit elactrique integr^ protege conforme a 
la presente invention ; , 

_ la figure 4 est une vue da dessus de cetto mCrue pastille; 

- la figure 5 represento une vue en coupe transvorsale 
d'un circuit d'interconnexion equipe do pastilles/ formant cir- 
cuits electriques integres proteges, tant cos pastilles que 
l.ensmble du substrat d- interconnexion equipi dosdites pastil- 
les etant conformes a la preacnto invention j 

_ la figure 6 represente me vue en coupe transvorsale du 
mSme substrat d' interconnexion «?ue sur la figure 5, aprfes reali- 
sation d'uno protection complementaire de I'ensemble de la faco 
active de ca substrat, ce mode do realisation etant egal«aent 
confonno a 1 'invention ; 

- la figure 7 represente une vuo en coupe transvorsale 
d'uno pastil? fomant circuit integre protege selon I'inventlon, 
au cours do son processus d'obtention j 


- la figure 8 represente uno vue en coiqpo transversalo 
d'ua fragment do substrat d' Interconnexion, d*tine -pastille for- 
mant circuit electrique integre protege seloa la presente inven- 
tion et d»un film do poaitionneraent de cetto pastille, cette 
figxjutro illustrant la localisation da l»etape d'obtention de la 
pastille formaat circuit integre protege ,dan3 le cadre d»vn 
processus connu d'odaptation d»me telle pastille sur un substrat 
d 'interconnexion ; 

- la figure 9 repxresente une vuq^ de desaus da 1» ensemble 
represente s\ir la figure 8, h dchelle rfiduiieparr^art ^:!a ILeire 8; 

- la figure 10 est une vue en coupe transversal e d»uno 
pastille formant circuit electrique integre protege seloa l»in- 
vention, ou l*on inontre 1» angle do raccordement O entre la 
resine et la coucho svtperficielle, k I'etat fluide, et la face 
active de la pastille ; 

- la figure 11 est un abacque representant le cosinus do 
1* angle de raccordement O en fonction do la* tension superficiel- 
le de la resino a I'etat fluido, en dynes. cm~^ j et 

- la figure 12 est une vue en perspective representant 
une pastille foxTTiant circuit electrique integre protege conforme 
a 1» invention ot du fragment du substrat d» interconnexion qui 

Id porte- 

On voit sur los figures 3 et 4, une pastille formant cir- 
cuit electrique integre protege cofnportant un corps da pastille 
6 avec sa face active 6a portant dos elementi* de circuit (non 
reprosentes) relies aux bornes 7 et sa face inactive 6b formee 
d'une couche isolante de support, les conducteurs do liaison 8 
dont l>une des extrcniites est soudee auxdites bornes 7, et la 
coucho suporficiello protectrice 0 en resine isolante electri- 
quotient et souple r cette derniere, dans une variante conforme 
a la presente invention peut ttre remplacee par une resine iso- 
lante sous forme d*un gel solidifie du type indique plus haut. 

On remarque que 1? couche suporficiello isolante 9 ne 
s^etcnd pas au-dola du contour 10 do la face active 6a» 

Les figures 5 et 6 montrcnt un substrat d' interconnexion 
designe par la refcrenco generole 11, qui comporto, de maniere 
connuo en soi une coucho isolante do support lib qui forme la 
face inactive du-^it substrat et, au-dossus de cette couche lib, 
une pluralite de couches isolantes comportant des traversees 


55 


conductrices telle s que 12 ,alnsl que, aux interfaces entre ces 
couches et sur le dessus de la couche sup^rlexire, des conduc- 
teurs tou3 disignSs par la r^f^rence g^nfirale 13 et foraant, 
dans la face active 11a du substrat un circuit d» interconnexion 
conportant des plots tels que 14, De mani&re connue en sol, , 
des pastilles formant circuits int^gr^s ont 6t6 collies sur la 
face active 11a dudit substrat d» interconnexion at lea conduc- - 
teurs de liaison 8 desdites pastilles ont 6t6 soud^s sur lea 
plots 14. Conform^ment a la pr^sente invention, la face active 
6a des pastilles est recouverte d'une couche superficielle 
de r^sine Isolante souple 9, comme indiqu^ pr^cdd^mment i 
propos des figures 3 et 4. 

Dans le mode de realisation de la figure 5, les conducteura 
de liaison 8, les plots 14 et le circuit d interconnexion port^ 
par la face active 11a du substrat d interconnexion 11 ne cont 
pas recouverts d'une r^sine isolante, ce qui permet le remplace- 
ment dventuel des pastilles formant circuits int^gris par d»au- 
tres pastilles du m^me type,pouvant former dea circuits intigr^s 
ayant une autre structure electrique, sans qu»il soit ntfcessaire 
de proc^der k une dissolution quelconque de rdsine comme daixs 
les circuits ^lectriques int^gr^s prot^g^s par r^sine de.l'art 
ant:^rieur. 

Dans le mode de realisation de la figure 6, les couches 
superficielles 9 de r^sine isolante ^lectriquement et souple des 
differentes pastilles 6a sont recouvertes, de mCme que toute la 
face active libre du substrat d* interconnexion 11, d'une couche 
externe 15 en une resine isolante ^lectriquement, rigide et 
douee d'une resistance raecanique ^lev^e ainsl que, de preference, 
d'une duretd 6levee, ce qui penuet d'accroltre la protection de 
1' ensemble du circuit vis-a-vis des agents m^caniques et chimi- 
ques y compris les plus usuels tels que I'humidite, I'action de 
I'air , les vapeurs agressives, les poussiferes, etc. 

La r(5sine de la couche superficielle 9 'est notamment la 
resine de silicone connue sous la denomination commerciale 
"XR 9071^" tandis que.celle de la couche externe 15 est notam- 
nent la r6sine de silicone ocnnuc sols 2a dc-romiiHtion commercdal^ «XR»8"^ 
ou la resine "XR 90714" ou (e S'^i de silicone "93-6527".. 
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La figure 7 monfcre comment paut Btra obtaaue una t>astllie 
fomant circuit eloctrique integre protege, coaforme a 1 'inven- 
tion. Cotto pastille, sur les bornes 7 de la surface active 6a 
de iaquello on a soude des tron9ons de coaducteurs 8 (dont las 
extremltes cpposeea aux bornes 7 reatent ici provisoirmont 
libres) , est placee aur un support approprio 16, a la suite de 
quoi on applique la couche superficiolle de r^slno 9, aoit on 
procedant en une oeule application, aoit en procedant en deux 
applications de la maniere indiquoe ci^apres dans le cas de 
1 'utilisation de la resine de silicone -XR 90714".. 

On modifie tout d»abord les caracteristiquea d»ecoule- 
nent de la resine XR 90714 disponlble dans le coranerce en aug- 
mentant sa vlscosite par polymerisation partielle ou pr^polyme- 
risation, sous 1 'action d'un chauffage , colui-ci est effectue 
pendant 2 minu-;..; a 125»C, ce qui donne un produit dont la 
viBcosite est de 6000 cantipoises & 20»C (tcinps de montea a 
125*C : 3 minutes ; tanps de descente ji 20*C , 2 minutes) j dana 
cos conditions I'etalement de la resine sur la face active de 
la pastille, a 20»c, «at regulier et 1' angle de raccordment e 
est comprls entre 25 at 45-c. ce qui donne une epaisseur moyen- 
ne suffloanto a la couche suporficielle. 

Le tableau cl-apr6s montre l 'influence de la dur^e du 
chauffaga i 125-C sur la qualite du dep6t de resine aur la face 
active de la pastille formant circuit integre. 



Temps de maiiatien a 125**C 

0 mn 2 mn 

3 mn 

5 mn 

Viscosity a \U 000 cps I 6.000 eps 
SO'C 1 fluide 1 sirop 
! 1 

9.000 cps 
pAte 

25.000 cps 
graisse 

Forme du d^pOt 
de resine 
apres j 
polymdrlsa- 
tion comp3etB 

i 

1 d^pftt 

^taleinent ; 

xrop impor- correct 

tant : 

d^pat 

* 

correct 

d^pflt 
irr^gulier 

i 


Po^x* X* application propremeat dite d6 la xe^ints XR 90714 
prteitee on procedo alors comme ii suit t 

- on etend tout d'abord, h l»aide d»un fin pincoau, una 
concha da resine non-prepolymerisee sur la face active do la 
pastille ; cette resine non-prepolymerisee est suf fisainm©nt 
fluids pour s'ctaler parfaitemont sur toute la surface activa et 
notanment dans I'espace de faible epaisseur aitue sous lea 
departs des conducteurs de liaison, au volsinage des bornos de 
la pastille ; on eff ectue ensuite la polymerisation pendant 1 
houro a 125*C (la resine ayant ete auparavant additionnee do 10% 
d»un catalyseur approprie) 7 

- on utilise ensuite la resine XR 90714 ayant ete prepoly- 
raerisee pendant 2 minutes a 125*C, de la maniero indiqueo ci- 
dessus, et contenant egalenent la proportion preciteo de cataly- 
seur 7 1» application de cette seconde sous-couche do resinti 

XR 90714 s»eff ectue a l^aide d»un fin pinceau ; toutefois, en 
raison de la plus grande viscosite de la resine, op obtient une 
couche suporficielle 9 d'une epaisseur suffisante, qui n»aurait 
pu fetre obtenue avec la seule resine fluide non-prepolymerisee 
(1» angle do raccordement 0 aurait alors ete trop faible) 7 on 
effectuo la polymerisation de cette seconde sous-coucho par 
chauffage a 125»C pendant 2 heures. 

Dans le mode de realisation des figures 8 et 9, on a proce- 
de a 1 'application de la couche superf icielle 9 des pastilles 
formant circuits Integrcs 6 apres avoir, de maniero connue en 
soi, rendu iesdites pastilles solidairos d»un film de support 17 
penltettant le pre-positlonnement des pastilles 6 par rapport au 
substrat d» interconnexion 11. 

Ca film do support 17 est pourvu do fenfetres telles que 
17a dans Icsquelles sont logces les pastilles 6 7 a cet effet, 
le film 17 comprend des bandes conductrices, telles que 18, obte- 
aues par metallisation de la surface du film 17, Iesdites bandes 
se prolongeant, en 18a, au-dessus des fenCitres telles que 17a, 
ces prolongcments 18a etant destines a former les conducteurs 
de liaisai C/reliant les bornes 7 des pastilles aux plots 14 de la 
face active 11a du substrat d» interconnexion 11. 

Da manlf^re connue on soi, on a centre les pastilles 6 dans, 
les fentitres telles que 17a, olles-mfcmes ccntrees au-dossus des 
emplaceaents de la face active du substrat d» interconnexion 11 


qui sont destines i recQvoxr xesdicca po^wlllcc^ 

On proofed© alors, conformement a la present'o invention, i 
I'cpplic^itlon de la cx>uc3iQ cupcrficiell*? 9 do roaine isolante at 
h sa polymerisation (dans la position representee en trsii^a 
continus snr la f igiiro 8) . 

Do mcniere en soi connue, on d^coupo ensulte^ suivant le 
contotor 19, lea bandos conductrices 18 et, la face inactive 6b 
des pastilles 6 etant revStue d'uno composition adhesive, on 
applique lesdites pastilles aux emplacements correspondants de 
la face active 11a du substrat d* interconnexion 11, do maniere a 
fixer lesdites pastilles sur ce substrat ; on precede alors au 
sechage de la cocrposition adhesive et au soudage des prolongo- 
montfl 18a, dovcnus les conducteurs do liaison 8, sur les plots 
14 portes par la face active du substrat d» interconnexion 11. 

Lorsquo cette operation est tenulnee, ct apres toutes les 
verifications souhaitabloa, on precede a 1» application de la 
coucho exteme 15 de resino rigide et resistante mecaniquement, 
non representee sur la figure 8, mais visible sur la figure 6» 

On retrouvo sur la figure lO la pastille forr.^nt circuit 
integro 6, munio de la couche superf icielle de resine Isolante 
aouplo 9 dont 1» angle do raccordement avec la face active 6a de 
la pastille 6 est designe par 1» angle e. La courbe de la figure 
II donne le cosinus de I'anglo e en fonction de la tension super- 
ficielle a I'etat non-polymerise de la resine (I'angle 6 n»est 
substantiellement pas modiflc lors de la polymerisation de la 
resine sur la face active de la pastille) • Pour les raisons 
indiqudes p?.U3 haut, l»angla de raccordext^ent e est de preference 
compris entro 7S* ct 45*, co qui correspond > cos o compria 
ent-o environ 0,9 et 0,7 et par consequent, i une tension super- 
f icielle comprise ontre environ 30 ct 36 dynoe/an, C'est done 
cette tension suporficielle do la resine utilisee,relativcment 
a la face octivo do la pastille, que doit possedcr la resine au 
moment do sen application. 

II convicnt d'ajouter quc,nour cbtenir une couche super- 
ficielle prc.<?ontant les ncilleures caracteristiques possibles, 
il convicnt de dcga'-:er la rosine, ce qui est par exemple obtenu 
par maintion pe^dnnt :?0 winutos sour, une preasion de 2 mmHg, et 
de mettrc on oeuvro uii ap-nrcillago nutomatiquo pour appliquer 
la resine, co monicre a obtcnir den conditions precises et 
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de matiere isolante ne sont pas attaquiSes (aucune corrosion) 
tandi3 que 1 'adhesion de la pastille au substrat n'est pas 
alt^r^e a condition de Men rincer le solvant aprfes digestion 
et d'avoir choisi une colle ou composition adhesive apprt>pri^e 
pour la fixation de la pastille sur le substrat. 

Bien entendu, 1 'invention n'est nullement limit^e aux 
modes d' execution decrits et reprdsentes qui n'ont ^t^ donnas 
qu'k titre d'exeinple. En particulier^ elle coaprend tous le? 
moyens constituant des equivalents techniques des moyens 
decrits . ".nsi que leurs coir.binaisons, si celles^ci sont 
ex^cutees suivant son esprit et mises en oeuvre dans le cadre 
des revendications qui suivent. 




